
M램, 일본·미국 공동개발 주목
Micron과 Tokyo Electron 중심 20여개 참여 … 2016년 완료

일본이 M램 개발에 시동을 걸고 있다.

미국 Micron Technology와 Tokyo Electron 등 미국․일본 20여개 반도체 소재기업은 스마트폰 등 모바일

기기 성능을 대폭 향상시키는 차세대 메모리인 M램 양산기술을 공동개발한다고 밝혔다.

M램은 현행 메모리에 비해 기억용량이 10배 많아지고 전자기기 소비전력을 2/3으로 줄인 자기기록식 메모

리로 2016년까지 기술 개발을 완료할 계획이다.

Micron Technology는 2018년 상업화를 목표로 개발하고 있다.

M램은 일본 Toshiba가 SK하이닉스와 공동개발하고 있으며 삼성전자도 연구하고 있는 것으로 알려졌다.

일본은 국제경쟁력이 높은 일본의 반도체 소재․장치기업들이 결집해 차세대 메모리 개발의 주도권을 잡을

것으로 기대하고 있다.

일본 반도체 생산설비 공급기업으로 세계 3위인 Tokyo Electron, 반도체 웨이퍼 1위인 Shin-Etsu 등이 참

여해 2014년 초부터 개발에 본격 착수한다.

M램은 전원을 꺼도 데이터가 지워지지 않고 컴퓨터, 스마트폰에 쓰이는 D램에 비해 기억용량 등이 향상돼

속도가 빨라지며 한 번 충전으로 스마트폰 사용시간이 기존보다 최대 10배로 늘어날 것으로 기대되고 있다.
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